
























研究成果の概要（和文）： 欧州 CERN 研究所の LHC 加速器実験の次期増強計画時に使用できる
放射線耐性に優れたシリコンマイクロスストリップ検出器を開発した。P 型シリコンをバルク
に用いることで，1015 n/cm2の照射線量でも全空乏化電圧は 800V 程度に収まり，精密飛跡検出




研究成果の概要（英文）：We have developed a radiation hard silicon microstrip sensor to be 
operational at the LHC upgrade planned at CERN in Europe. The sensor utilizing p-type 
bulk material can tolerate up to the expected fluence of 1015n/cm2, showing a full depletion 
voltage below 800 V and yielding a collected charge sufficient for precision particle tracking. 
The sensor can also be biased to 1000 V without showing micro-discharge after optimizing 
the P-STOP and P-SPRAY concentrations. The performance concerning strip isolation, 
interstrip capacitance, and interstrip resistance is found acceptable. We have also designed 
a detector protection mechanism based on punch through against large signal current. 
These results led the ATLAS Collaboration to agree that our sensor is the baseline design. 
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での LHC 衝突器での ATLAS 実験では，現
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圧 500V を超えると使えなくなる。 































た。１cm 角のサンプルセンサーに 8 mm 長
のストリップ電極を74.5 mピッチで100本

























 図１に 320m 厚のセンサーの全空乏化電
圧を陽子照射の結果を示す。4”では大きな依
存性を示したが，6”は FZ，MCZ ともに依存




























































































耐圧仕様は 100V であるので，PT を起こし
た後の電圧は十分低い。 
 



































る様子を示す。サンプルは 2 種類の FZ ウェ
ハを用いたもので，初期ブレークダウ電圧が
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